/> THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

ESM 269

NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL

N

( ) v v
ESM 269 is a very low noise VHF transistor. ceo 30
It features low intermodulation distorsion. fr (20 mA) 35GHz Typ.
L'ESM 269 est un transistor VHF 4 trés faible bruit
et a faible niveau d‘intermodulation. F (200 MHz) 1d8 Typ.
Gu max (200 MHz) 22dB Typ.
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Case : TO-72 (CB-4) )
Bottom view
Vue de dessous
il Q ]
| f D e
i 8
12.70mn,
N ST
.D'".‘e."s'ons 1 : Weight : 0,7 g. Connection M is connected to case
in millimeters Y Ugu Masse La connexion M est reliée au boitier
_J
("ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T, . — 25°¢ (Unless otherwise stated) )
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage
Tension collecteur-bass VCBO 30 v
Collector-emitter volt
Tension colbcmur-énm:ugf VCEO 20 v
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO 1 v
Collector current |
Courant collecteur c 100 mA
Power dissipation
Dissipation de puissance P‘O‘ 360 mW
Junction temperature .
Température de jonction min. T i 200 °C
' Storage temperature min. T - 65 °C
Température de stockage max . stg } 200 ocj

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE
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ESM 269

STATIC CHARACTERISTICS Tamb =25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES am (Sauf indications contraires)
Test conditions "
itions de ro Min. Typ. Max.
Coll -base breakdown voltag | = 10pA v
Tension de claquage collecteur-base I(E: =0 (BR)CBO 25 v
Collector-emitter breakdown voltage | lc = 3mA V(BR)CEO 20 v
Tension de claquage collecteur-émetteur | B =0
Collector-base cut-off current Vep = 18V Icgo 100 nA
Courant résiduel collecteur-base g =0
Emitter-base cut-off current Vegg = 1V leBO 100 nA
Courant résiduel émetteur-base 'C
Static forward current transfert ratio Vee = 5V
Valeur statique du rapport de transfert - hotE 50 250
i | 5 mA
direct du courant C
DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
- V, =9V
Transition frequency CE
Fréquence de transition Ilc =20mA fr 2 35 GHz
f = 200 MHz
" - Vee = 9V
Revess tramsmision cosfficont |1 = SmA | Syg, 2 s |
oefficient de trai on In f = 200 MHZ
Forward transmission coefficient Vce - g v A s 165 175 a8
Coefficient de transmission directe lC =om 21e ” ’
f = 200 MHz
VCE =9V
Noise figure | = 6 mA
Facteur de bruit fC = 200 MHz F 1 15 B
yg optimum
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermal resistance Reh(j-a) 486 oC/W
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ESM 269

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES
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ESM 269

TYPICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES TYPIQUES
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ESM 269

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES
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ESM 269

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES
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SCATTERING PARAMETERS — COMMON EMITTER

PARAMETRES "S” — EMETTEUR COMMUN

ESM 269

Gu
f S11 $21 $12 S22 max
MHz dB Deg. dB Deg. dB Deg. dB Deg. | dB
VCcE=5V,I;=5mA
10 - 16 - 6 237 174 —45.6 79 -0.0 -2 49.8
20 - 17 - 13 235 169 —-40.0 79 -0.1 -5 445
50 - 24 - 35 227 154 -32.8 70 —0.6 -12 35.0
100 - 39 — 63 209 135 —28.6 61 -1.8 -20 28.0
200 - 6.1 -102 174 113 —25.3 54 -3.7 =27 21.0
500 - 82 —156 10.8 84 -214 59 -5.7 -33 129
1000 - 8.7 164 5.5 58 —16.6 67 —6.1 —53 7.4
VCE=5V,Ic= 10 mA
10 - 29 - 9 284 171 —46.0 74 -0.1 -4 47.2
20 - 31 - 19 28.0 164 —405 75 -0.3 -8 427
50 -4 — 46 264 144 -34.0 68 -1.3 —18 34.2
100 — 64 - 79 235 125 —30.0 61 -3.1 -25 27.6
200 - 8.7 -118 19.2 106 —26.5 61 -5.3 -28 213
500 -10.2 —166 121 82 -21.0 67 -7.2 -32 135
1000 -10.5 159 6.7 58 —-15.6 68 -75 -51 8.0
VCE=5V,Ig= 20 mA
10 — 48 - 12 32.1 167 —47.2 73 -0.3 -6 46.0
20 - 51 - 27 314 157 —415 73 —0.6 -1 41.3
50 - 70 - 60 28.9 135 -35.1 68 -23 -22 33.7
100 - 92 - 95 25.1 117 -31.2 65 —45 -28 275
200 -10.8 -132 20.2 100 =272 67 —-6.7 =27 21.6
500 -115 -174 128 80 -204 71 -8.3 -30 138
1000 -116 —154 75 58 —-15.0 68 -85 —49 8.4
VCe=5V,Ic=30mA
10 - 6.0 — 15 338 165 —46.6 71 -0.4 -7 454
20 — 6.4 - 31 328 163 —41.8 72 -0.9 -13 41.2
50 - 84 - 68 29.7 130 -36.0 69 -29 -24 335
100 -10.4 -104 25.6 113 -31.6 67 -5.2 =27 27.6
200 -11.6 -140 20.4 98 -27.3 Al -73 -26 216
500 -119 -177 130 79 -20.3 73 -8.7 -29 14.0
1000 -12.0 162 7.7 57 -149 68 -8.8 —-48 8.6
VCe=5V,Ic=50 mA
10 - 78 - 19 35.3 161 —46.7 68 -0.7 -8 446
20 - 8.2 — 40 34.0 148 —-42.4 7 -1.4 -16 404
50 —-10.2 - 82 30.1 125 -36.3 68 -3.7 -25 329
100 -11.3 -119 25.6 109 -32.1 69 —6.0 —-26 27.2
200 -115 -151 20.2 96 -27.4 72 -7.8 —-24 213
500 -114 178 12.7 77 -20.3 74 -89 =27 13.7
: 1000 -11.3 150 74 56 —-14.7 68 -8.9 —48 8.3
|
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DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

ESM 690

NPN SILICON PLANAR TRANSISTOR
TRANSISTOR NPN PLANAR SILICIUM

~

(ESM 690 is a gold metallised RF transistor,ih
plastic case featuring high gain and low noise. VCEO 15V
It is particulary intended for broadband ampli-
fiers up to 1 GHz (instrumentation, radar, tele- § 6 GH
communication) . T z
Le ESM 690 est un transistor HF 8 métallisation or,. G 17,5 dB
en boitier plastique présentant un gain élevé et un fai- u max i 500 MHz
ble bruit. Il est particuliérement destiné aux amplifica- F 2.2dB
teurs large bande jusqu'd 1 GHz (instrumentation, ra- s
@é/écommunicarionl. Y, \ J
( 3*2_ 1,27 1.27 \
4. K
GRIE
1 or Bottom view
Pn L Vue de dessous
CEB
Dimensions |
in millimeters
035 min.
2 0.407
12.70min. 0.508 Weight:0,3g.
Case . 035mn Masse
Goitier : T0-92(CB-97) et vt cvon )
GBSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Tamb = 25°C’ \
VALEURS LIMITES ABSOLUES D°UTILISATION
Collector-base voltage Veeo 20 v
Tension collecteur-base
Collector-emitter voltage Veeo 15 v
Tension collecteur-€émetteur
Emitter-base voitage Veso 2 v
Tension émetteur-base
Collector current I 25 mA
Courant collecteur
Power dissipation ( Tamb’ 50°C) Prot 250 mw
Dissipation de puissance
Junction temperature Ti 150 °C
Température de jonction
Storage temperature T - 65 ¢
Température de stockage st +150 °c
January 1982 - 1/2
50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 -CSF
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE "‘ IR‘J‘FS

Tél. : (1) 788-50-01 Telex : 610560 F 871



ESM 690

STATIC CHARACTERISTICS T =260C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb {Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-base breakdown voltage lc = 10pA V(BRICBO 20 v
Tension de base 1 =0
E
Co -emitter breakd I Ic =1mA
c Ilgctgreemmer reakdown voltage I(B: —0 V(BRICEO 15 v
Collector-base cut-off current Veg = 5V IcBO 50 nA
Courant résiduel collecteur-base 'E 0
Emitter-base breakdown voltage lg = 10pA v
Tension de claquage émetteur-base lc =0 (BRJEBO 2 v
Static forward current transfert ratio Vee = 1ov ho1e 25
Valeur statique du rapport de transfert lc = 15mA
DYNAMIC CHARACTERISTICS
. CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
- Veg =10V
Transition frequency CE f.
Fréquence de transition lc = 15mA T 6 GHz
Reverse transfer capacitance Vv =10V c .
Capacité de transfert inverse CE 12e 0.5 oF
Vee =10V S -23,5
S parameters ICCE =15mA 12¢ ’5 dB
Paramétres S
e f =500 MHz S21e 16,
Veg =10V
Noise figure Ilc =2mA F 2,2 d8
Facteur de bruit R optimum
f = 500 MHz
. . V, =10V
Maximum power gain CE
Gain maximal en puissance Ilc =15mA Gy max* 17,5 dB
f =500 MHz

2
|521g|

Gy max=
ST = 184461 11 - 15324 %)
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ESM 691
A THOMSON'CSF NPN SILICON PLANAR TRANSISTOR

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS TRANSISTOR NPN PLANAR SILICIUM

~

(ESM 691 is a. RF transistor, in plastic case\ (
featuring high gain and low noise. it is parti- Vv, 15 V
culary intended for broadbad amplifiers up to CEO
1 GHz (instrumentation, radar, telecommuni- 3.5 GH
cation). fr s z
Le ESM 691 est un transistor HF, en boitier G 15,5 dB
plastique présentant un gain élevé et un faible u max ’ 500 MHz
bruit. Il est particuliérement destiné aux amplifi- 1.9dB
cateurs large bande jusqu’a 1 GHz (instrumenta- F ’
(ion, radar, télécommunication). ) \_ )
( _},g_ 1.27 127 ) \
@ .58 E;j;: Bottom view
Pin 533 ] Vue de dessous
©
Dimensions
in millimeters 035 .
12.70min. ’:g Weight:0,3g.
Case  :1092(CB97) L g35mn Masse
Aecsit cveput section )
(ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T, = 25°C )
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
Collector-base voitage Veeo 25 Vi
Tension collecteur-bese
Collector-emitter voltage Vceo 15 v
Tension collecteur-émetteur
Emitter-base voltage Veso 2,5 v
Tension émetteur-base
Collector current 'C 50 mA
Courant collecteur
Power dissipation =50°C P, 250 mw
Dissipation de puissance (Tamb 50 ) tot
Junction temperature T,— 150 °C
Température de jonction
- 65 °C
lStorage temperature T
Température de stockage stg +150 j
January 1982 - 1/2
50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 o
F - 92403 C%urbevoue Cedex FRANCE "‘ [M?Tg

Tél. : (1) 788-50-01 Telex : 610560 F
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ESM691

STATIC CHARACTERISTICS T, . .25¢C
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb

(Unless otherwise stated)
(Ssuf indications contraires)

Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
(_:ollgctc;:-base breakdown voltage :C = :)0 KA V(BRICBO 25 v
-base e =
llector-emitter breakd Ita Ic =1mA
So e ?’:QMI er breakdown voltage Ig -0 V(BR)CEO 15 v
Collector-base cut-off current Vg =10V Ic8o 50 nA
Courant résiduel collecteur-base |E =0
Emitter-base breakdown voltage lg = 10pA %
Tension de claquage émetteur-base e =0 (BR)EBO 2 ,_'5 v
Static forward current transfert ratio | VCE = 5V hy1e 20 150
Valeur statique du rapport de transfert lc =15mA
DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
ot V, =5V
Transition frequency CE f.
Fréquence de transition 'C = 15 mA T 3,5 GHz
Reverse transfer capacitance V, =5V c 0.75
Capacité de transfert inverse CE 12 ? pF
v, =56V S =23
$ parameters ICCE =15mA 12¢ 14.5 d8
rametres
= 500 MHz S21e s
Vcg =10V
Noise figure lc =3mA ¢ &
Facteur de bruit RG optimum
f  =500MHz 1,9
f = 200 MHz 1,1
. . Veg = 5V
Maximum power gain CE
Gain maximal en puissance Ic =15 mA G, max* 15,5 dB
f =500 MHz

2
1521l

* Gumax= V] — p)
[1=1Sqqel 1 [1 =124 ]
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